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Bati de dépot de couches minces par la technique PECVD
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e Caractérisation optiques de couches minces

e Caractérisation électrique de couches minces et de jonctions metal/semiconducteur et
semiconducteur/semiconducteur.

e Conception et caractérisation des cellules photovoltaiques.

e Assister les chercheurs dans la caractérisation électriques des jonctions et I’analyse des
résultats.
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